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考慮 した Bardeen-Shockleyの考えを用いてきたが, Andersonl)は金属と半導体を co-
ntactさせると半導体の表面近 くで小さな Energygapは消失することを指摘 し,上の
事実の説明を試みているO彼の考えはSi,Ge等のCOValentな半導体の小さな energygap
は電子の多体効果によって生 じたものとし, 金属 と contact することによる金属
の電子の Screening効果により,界面近 くで半導体のenergygap は消失するという
ものである｡そのために半導体側の表面近くで Fermienergylevelの pinningがおこり
金属の種類によらない Schottkybarrierの高さの説明ができるとした｡ surfacestateの
考えを用いた従来の考え方は metalとの contactを考えたとき,もはや localizedstate
とは考えにくく Andersonのこの指摘は重要なものと我々は考えた｡そこで Hubbard
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